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Zjawiska inicjujace odksztalcenie plastyczne w materiatach potprzewodnikowych stanowiq
interesujacy przedmiot badan naukowych. Dzieje sie tak za sprawa szczegdlnego ,,wspdlzawodnictwa”
pomiedzy procesami dyslokacyjnymi, a strukturalnymi przemianami fazowymi.

Fakt, iz poczatek odksztalcenia plastycznego Si zwigzany jest z jego metalizacja (glownie
przemiana z fazy polprzewodnikowej A4 do metalicznej typu f-Sn) znany jest od lat kilkudziesieciu.
Natomiast to, ze podobny scenariusz poczatkowego etapu odksztalcenia plastycznego jest prawdziwy dla
GaAs zostalo odkryte stosunkowo niedawno. Interesujace jest to, Ze przebieg poczatkowego etapu
odksztatcenia plastycznego krzemu podczas nanoindentacji jest uzalezniony od tego czy badaniom podlega
material lity czy w postaci nanoobiektu. Na przyklad, podczas Sciskania nanokul Si o $rednicy mniejszej od
57 nm nie stwierdzono przemian fazowych wystepujacych podczas nanoindentacji litego Si i odksztalcenia
nanokul o wiekszej $rednicy.

Przytoczone wyzej osobliwosci przebiegu odksztatlcenia plastycznego w monokrysztatach Si oraz
GaAs sa zrodlem istotnych z naukowego punktu widzenia pytan o zjawiska inicjujace odksztalcenie
plastyczne w innych, szeroko wykorzystywanych wspotcze$nie materiatach pétprzewodnikowych. Jednym z
takich materialéw jest fosforek indu (InP), péiprzewodnik wykorzystywany miedzy innymi do budowy
aktywnych optycznie ukladéw elektromechanicznych, tranzystor6w polowych, fotodetektoréw, diod
elektroluminescencyjnych, falowodéw, a takze ogniw stonecznych.

Celem niniejszego projektu jest zbadanie proceséw inicjujacych odksztalcenie plastyczne fosforku
indu. W ramach proponowanych badai naukowych zostanie zweryfikowana hipoteza, iz odksztalcenie
plastyczne w krysztale fosforku indu inicjuje przemiana z fazy pétprzewodnikowej o strukturze typu B3 do
fazy metalicznej o strukturze typu B1.

Idea proponowanych badan naukowych ma charakter podstawowy. Jest ona Sciste zwiazana z
aktywnos$cia determinujaca rozwoj nanotechnologii, a w szczegdlnosci tej czesci nanonauki, dla ktorej
zjawiska zachodzace w zlokalizowanym polu naprezen sg istotne. Jako przyklad niech postuza publikacje w
renomowanych czasopismach naukowych wskazujace na rzeczywiste zainteresowanie problemem wplywu
strukturalnych przemian fazowych na przebieg odksztatcenia plastycznego w metalach, multiferroikach i
polprzewodnikach. Ponadto mozna sie spodziewac, ze wyniki badan naukowych zaplanowanych w ramach
niniejszego projektu wywotlaja zainteresowanie nie tylko w kregach naukowych, ale beda mialy wpltyw na
rozwdj, na przyklad, technologii wytwarzania struktur pétprzewodnikowych czy w dziedzinie nanolitografii.

Warto podkresli¢, ze zaplanowane badania naukowe stanowig probe rozwigzania oryginalnego i
zarazem kontrowersyjnego problemu dotyczacego zjawiska inicjujacego odksztatcenie plastyczne w fosforku
indu.



